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の電気的手法によって行われるo しかし、太陽電池や近年の LS1 などに用いられる極めて薄い酸化膜 (4nm 以下)
を有する MOS 構造では半導体と金属聞を流れるトンネル電流のために電気的手法の適用が困難になるo 本論文では
“バイアス電圧印加時の XPS 測定"という新しい方法を用いてトンネル電流の影響を受けずに極薄 SiOdSi 界面準
位の観測を行った。
この手法を用いて、 <Pt/極薄 Si02/Si> MOS 構造を作成し界面準位密度のエネルギ一分布を測定した。その結果、
低温で形成した酸化膜を有する MOS 構造では、半導体バンドギャップ中央に一本の界面準位ピークが存在すること
が明らかになった。一方、高温で形成した酸化膜を有する MOS 構造ではバンドギャップ中央から価電子帯側または












される Si-CN 結合の結合エネルギーは Si司H 結合よりも約 leV 大きいことが分かった。シアン処理を施した MOS











た Si-CN 結合は結合エネルギ-4.5eV を持つ強固な結合であることを見出した。さらに、シアン処理によって界面
準位を消滅させた Si/Si02構造に8000Cの加熱処理を施したり、紫外・可視光を長時間照射しても界面準位は生成せ
ず、 Si-CN 結合が強固であることを実験的にも証明した。上述した様に、本論文では Si/Si02電子状態の観測と理論
計算、界面物性の制御を見事に行っており、博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認めるo
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